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(57) Abstract: The invention concerns 
a radiation emitting semiconductor 
component with a luminescence-converting 
element (7), wherein the semiconductor 
body (3) is disposed in a groove of the base 
body (1). A cup-shaped area containing 
the luminescence-converting element (7) 
surrounding the semiconductor body (3) 
is formed inside the groove around the 
semiconductor body. The cup-shaped area 
is formed in the shape of a hollowness 
inside the groove or as an annular fringe 
(6) on the bottom of the groove. 

u u • t , ( 57 ) Zusammenfassung: Die Erfindung 

beschreibt em strahlungsermttierendes Halbleiterbauelement mit Lumineszenzkonversionselement (7), bei dem der Halbleiterkorper 
(3) in einer Ausnehmung des Grundkorpers (1) angeordnet ist. Innerhalb der Ausnehmung ist urn den Halbleiterkorper em 
napfartiger Bereich ausgeformt, der das Lumineszenzkonversionselement (7) enthalt und das den Halbleiterkorper (3) einhullt 
Der napfartige Bereich ,st als Vertiefung innerhaJb der Ausnehmung oder als ringfbrmige Einfassung (6) auf dem Grund der 
Ausnenmung geiormt. 




WO 01/82385 



PCT7DE01/01601 



1 

Be s chr e i bung 

Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit Lumineszenz- 
konvers i ons e 1 ement 

Die Erfindung bezieht sich auf ein strahlungsemittierendes 
Halbleiterbauelement nach dem Oberbegriff des Patentan- 
spruchs 1 sowie ein Hers t el lung sverf ahren hierfur nach dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 21 beziehungsweise 22. 

Stahlungsemittierende Halbleiterbauelemente sind beispiels- 
weise aus WO 97/50132 bekannt . Solche Bauelemente enthalten 
einen Halbleiterkorper, der im Betrieb Licht aussendet (Pri- 
marlicht) und ein Lumineszenzkonversionselement , das einen 
Teil dieses Lichts in einen anderen Wellenlangenbereich kon- 
vertiert (Fluoreszenzlicht) . Der Gesamtf arbeindruck des von 
einem solchen Halbleiterbauelement emittierten Lichts ergibt 
sich durch additive Farbmischung aus Primarlicht und Fluores- 
zenzlicht. 

Haufig wird als Lumineszenzkonversionselement ein Leuchtstoff 
verwendet, der in einem Kunstharz suspendiert ist . Wie in 
WO 97/50132 gezeigt ist, besteht eine Bauform von strahlungs- 
emittierenden Halbleiterbauelementen darin, den Halbleiter- 
korper in einer Ausnehmung des Bauel ement grundkorpers anzu- 
ordnen und diese Ausnehmung mit der Leuchtstoff suspension zu 
fullen. 

Diese Anordnung besitzt den Nachteil, dag die Quellen von 
Primarlicht - Halbleiterkorper - und von Fluoreszenzlicht - 
Leuchtstoffsuspension - im allgemeinen von verschiedener Form 
und GroSe sind, so dafi je nach Abstrahlrichtung eine Aufspal- 
tung in verschiedene Farbanteile erfolgt und ein raumlich in- 
homogener Farbeindruck entsteht. Bei optischen' Abbildungen 
treten starke chromatische Fehler auf. 
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Ein weiterer Nachteil besteht darin, daS der Farbeindruck von 
der optischen Weglange in der Suspension abhangt, so daS fer- 
tigungsbedingte Schwankungen der Dicke der Suspensionsschicht 
uber dem Halbleiterkorper zu verschiedenen Farbeindrucken 
5 fuhren. Ferner ist gmndsatzlich eine sehr gleichmaSige Ver- 
teilung des Leuchtstoffs in der Suspension notig. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement der eingangs ge- 
10 nannten Art zu entwickeln, das homogen mischf arbiges Licht 
abstrahlt. Weiterhin ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ein Herstellungsverf ahren fur solche Bauelemente zu 
schaf f en. 

15 Diese Aufgabe wird durch ein Halbleiterbauelement nach Pa- 
tent anspruch 1 sowie ein Verf ahren nach Patent anspruch 21 be- 
ziehungsweise 22 gelost . Vorteilhaf te Weiterbildungen der Er- 
findung sind Gegenstand der abhangigen Anspriiche. 

20 Erf indungsgemaS ist vorgesehen, den Grundkorper des Halblei- 
terbauelements so auszufuhren, daS in der zur Aufnahme des 
Halbleiterkorpers gebildeten Ausnehmung in der unmittelbaren 
Umgebung des Halbleiterkorpers ein gesonderter, napf f ormiger 
Bereich ausgeformt ist, der das Lumineszenzkonversionselement 

2 5 enthalt. Gegenuber einer groSvolumigen, die gesamte Ausneh- 

mung fullenden Umhullung des Halbleiterkorpers mit dem Lumi- 
neszenzkonversionselement besitzt diese Anordnung den Vor- 
teil, daS das Fluoreszenzlicht aus nahezu demselben Volumen 
wie das Primarlicht abgestrahlt wird, wodurch ein besonders 

3 0 gleichmafiiger Farbeindruck entsteht. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist der ge- 
sonderte Bereich zur Aufnahme des Lumineszenzkonversionsele- 
ments durch eine Vertiefung innerhalb der Ausnehmung geformt. 
35 Eine weitere besonders bevorzugte Ausf uhrungsf orm besteht 

darin, den gesonderten Bereich durch eine ringformige Einfas- 
sung auf dem Grund der Ausnehmung auszubilden. Bei beiden 
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Ausfuhrungsf ormen konnen mit groSem Vorteil Gehause mit Stan- 
dardformen als Grundkorper verwendet werden. 

Vorteilhaf terweise sind die Seitenf lachen der Vertiefung be- 
5 ziehungsweise der ringf ormigen Einfassung so geformt, daS die 
Seitenf lachen als Reflektor fur die erzeugte Strahlung dienen 
land so die Strahlungsausbeute erhoht wird. 

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht darin, 
10 daS in den Grundkorper ein Leiterrahmen so eingebettet ist, 

daS ein Teil des Leiterrahmens die Bodenf lache der Vertiefung 
bei der einen oben beschriebenen Ausf uhrungsf orm bildet oder 
dafi auf dem Leiterrahmen die ringf ormige Einfassung der ande- 
ren oben beschriebenen Ausf uhrungsf orm geformt ist. Der Halb- 
15 leiterkorper ist bei dieser Weiterbildung auf dem Leiterrah- 
men angebracht, wobei die elektrische Kontaktierung direkt 
(chip bonding) oder mittels Drahtverbindung (wire bonding) 
hergestellt sein kann. Diese sogenannte Leiterrahmentechnik 
wird vielfach bei strahlungsemittierenden Halbleiterbauele- 
2 0 menten angewandt und kann mit Vorteil auch bei der vorliegen- 
den Erfindung eingesetzt werden. 

Zum Schutz des Halbleiterkorpers und des Lumineszenzkonver- 
sionselements kann die Ausnehmung mit einer strahlungsdurch- 

2 5 lassigen Fullmasse, beispielsweise einer VerguSmasse, gefullt 

sein. Vorzugsweise enthalt diese Fullmasse ein Reaktionsharz, 
beispielsweise ein Acrylharz, ein Epoxidharz, ein Silikonharz 
oder eine Mischung dieser Harze . Durch eine geeignete Formge- 
bung der Fullmasse kann eine Linsenwirkung oder eine Streu- 

3 0 wirkung erzielt werden, die die Abstrahlungseigenschaf ten des 

erf indungsgemaSen Bauelements weiter verbessert oder wunsch- 
gemaS modifiziert. Auch kann es fur automatische Bestuckungs- 
anlagen von Vorteil sein, mittels der Fullmasse bei dem Bau- 
element eine plane Oberflache auszubilden, da solche Bauele- 
3 5 mente von Bestuckungsautomaten leichter aufgenommen und posi- 
tioniert werden konnen (pick and place -Verfahren) . 
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Bei einer aufgrund besonders einfacher Realisierbarkeit- be- 
vorzugten Ausfuhrungsf orm besteht das Lumineszenzkonversions- 
element aus einem oder mehreren Leuchtstof f en, die in eine 
Matrix eingebettet sind. Als Matrix eignen sich hinsichtlich 
Mischbarkeit , Formbarkeit und Handhabung besonders Acryl- 
harze, Epoxidharze und Silikonharze sowie Mischungen hiervon. 

Als Leuchtstoff konnen einerseits organische Verbindungen wie 
beispielsweise Perylenf arbstof f e oder 4f -metallorganische 
Verbindungen eingemischt werden. So lassen sich Leuchtstof fe 
wie BASF Lumogen F083 # Lumogen F240 und Lumogen F300 auf ein- 
fache Weise transparent em Epoxidharz zusetzen. 

Ein weiSer Gesamtf arbeindruck kann durch Verwendung von anor- 
ganischen Leuchtstof fen erreicht werden. Hierfiir eigen sich 
insbesondere mit Seltenen Erden dotierte Granate sowie mit 
Seltenen Erden dotierte Erdalkalisulf ide . 

Effiziente Leuchtstoffe sind hierbei Verbindungen, die der 
Formel A 3 B 5 0 12 :M genugen (sofern sie nicht unter den ublichen 
Hers tel lungs- und Betriebsbedingungen instabil sind) . Darin 
bezeichnet A mindestens ein Element der Gruppe Y, Lu, Sc, La, 
Gd, Tb und Sm, B mindestens ein Element der Gruppe Al , Ga und 
In und M mindestens ein Element der Gruppe Ce und Pr, . vor- 
zugsweise Ce. Besonders bevorzugt sind hierbei als Leucht- 
stoff YAG:Ce (Y 3 Al 5 0 12 :Ce 3+ ) , TbYAG : Ce ( (Y x Tb^ x ) 3 A1 5 0 12 :Ce 3+ , 
Osxssl), GdYAG : Ce ( (Gd x Y!- x ) 3 A1 5 0 12 : Ce 3+ , 0<x<l) , GdTbYAG : Ce 
( (Gd x Tb y Y!- x „ y ) 3 Al 5 0 12 :Ce 3 / 0<x<l,0<y<l) sowie hierauf basierende 
Gemische. Dabei kann Al zumindest teilweise durch Ga oder In 
ersetzt sein. Weiter bevorzugt sind die Verbindungen 
SrS:Ce 3+ ,Na, SrS:Ce 3+ ,Cl, SrS:CeCl 3/ CaS:Ce 3+ , SrSe:Ce 3+ und 
Y 3 Ga 5 0 12 :Ce 3 \ 

Zur Erzeugung von verschiedenartig mischf arbigem Licht eignen 
sich mit Seltenen Erden dotierte Thiogallate wie beispiels- 
weise CaGa 2 S 4 :Ce 3+ oder SrGa 2 S 4 :Ce 3+ . Ebenso ist hierzu die 
Verwendung von mit Seltenen Erden dotierten Aluminaten wie 
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beispielsweie YAl0 3 :Ce 3+ und YAli_ x Ga x 0 3 :Ce 3+ , 0^x<l und mit Sel- 
tenen Erden dotierten Orthosilikaten M^SiOsrCe 3 * (M 1 :Sc, Y,La) 
wie beispielsweise Y 2 Si0 5 :Ce 3+ denkbar. Bei alien Yttriumver- 
bindungen kann Yttrium im Prinzip durch Scandium oder Lanthan 
5 ersetzt werden. Die jeweilige Zusammensetzung des Leucht- 

stof fs bestimmt sich dabei in erster Linie aus dem gewunsch- 
ten Gesamtf arbeindruck sowie der Zentralwellenlangen des Pri- 
marlichts . 

10 Bei einer weiteren besonders bevorzugten Aus fuhrungs form wer- 
den als Matrix fur das Lumineszenzkonversionselement und als 
Fullmasse in der Ausnehmung verschiedene Materialien verwen- 
det. Dabei kann mit Vorteil fur das Lumineszenzkonversions- 
element ein Material verwendet werden, daS hinsichtlich 

15 Mischbarkeit mit dem Leuchtstoff und Strahlungsbestandigkeit 
optimal ist, wahrend fur die Fullmasse ein Material gewahlt 
wird, das sich aufgrund seiner Transparenz und seiner mecha- 
nischen Bestandigkeit besonders eignet. 

20 Durch diese zusatzliche Variationsmoglichkeit bei der Wahl 
der Fullmasse und Matrix des Lumineszenzkonversionselements 
konnen so vorteilhaf terweise weitere Randbedingungen bei der 
Gestaltung eines strahlungsemittierenden Halbleiterbauele- 
ments mit Lumineszenzkonversionselement erfullt werden. 

25 

Mit besonderem Vorteil konnen bei erf indungsgemaBen Bauele- 
menten Halbleiterkorper verwendet werden, die Licht mit einer 
Zentralwellenlange unter 460 nm abstrahlen. Die Verwendung 
solcher Halbleiterkorper ist bei den oben beschriebenen Bau- 

30 elementen nach dem Stand der Technik nicht sinnvoll, da Licht 
in diesem Wellenlangenbereich die Fullmasse schadigen kann, 
so dag die Fullmasse dadurch sehr schnell altert . Dieser 
Nachteil ist bei erf indungsgemaSen Bauelementen gemindert, da 
ein Teil der Primarstrahlung sehr nahe am Halbleiterkorper 

35 konvertiert wird, so dafi der Anteil der kurzwelligen Strah- 

lung in der Fullmasse reduziert ist und insgesamt die Lebens- 
dauer des Bauelements verlangert wird. 
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Bevorzugt wird als Matrix fur das Lutaineszenzkonversionsele- 
ment ein Silikonharz verwendet, das sich durch eine besonders 
hohe Strahlungsbestandigkeit im grunen, blauen und ultravio- 
letten Spektralbereich auszeichnet. Die Verwendung von Sili- 

5 konharzen ist besonders vorteilhaft in Verbindung mit Halb- 
leiterkorper, die Strahlung mit einer Wellenlange unter 43 0 
nm emittieren. Strahlung in diesem Spektralbereich kann bei 
anderen Harzen zu Strahlungsschaden fuhren, die die Lebens- 
dauer des Bauelements deutlich reduzieren. Ein Lumineszenz- 

0 konvers ions element mit einer Silikonharzmatix kann bei der 
Erfindung mit einer das Lumineszenzkonversionselement abdek- 
kenden Fiillmasse auf des Basis eines Epoxidharzes kombiniert 
werden. Epoxidharze zeichnen sich hierbei durch hohe Transpa- 
renz und mechanische Stabilitat aus. 

5 

Mit besonderem Vorteil lassen sich mit erf indungsgemaSen Bau- 
teilen WeiSlichtleuchtdioden realisieren, wie sie in der oben 
genarmten Druckschrift WO 97/50132 beschrieben sind. Leucht- 
stoff und Halbleiterkorper sind hier so aufeinander abge- 
0 stimmt, daS die Farben von Primarlicht und Fluoreszenzlicht 
zueinander komplementar sind. Durch additive Farbmischung 
wird der Eindruck weiSen Lichts hervorgeruf en. Der Inhalt 
der Druckschriften WO 97/50132 und WO 98/12757 wird zum In- 
halt dieser Beschreibung gemacht . 

5 

Eine Mehrzahl von beanspruchten Bauelementen kann zu groEeren 
Beleuchtungseinheiten zusammengef ugt werden. Solche Beleuch- 
tungseinheiten, gegebenenf alls mit matrixartiger Anordnung 
der Bauelemente, zeichnen sich durch hohe Leuchtdichte und 
0 besonders homogenen Gesamtf arbeindruck aus, 

Mit besonderem Vorteil eignen sich die erf indungsgemaSen Bau- 
elemente als Lichtquellen in abbildenden Linsensystemen . Da 
Primar- und Fluoreszenzlicht aus raumlich eng benachbarten 
5 und etwa gleich groEen Volumina abgestrahlt werden, sind die 
chromatischen Verzerrungen, die ein solches Linsensystem her- 
vorruft, deutlich geringer als bei Lichtquellen nach dem oben 
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genannten Stand der Technik. Weiterhin 1st es daher vorteil- 
hafterweise moglich, die Abstrahlungscharakteristik eines er 
findungsgemafien Bauelements mittels einer oder mehrerer Lin- 
sen ohne Veranderung des Gesatntf arbeindrucks zu modifizieren 

Ausgangspunkt des erf indungsgemafien Herstellungsverf ahrens 
fur ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit Lu- 
mineszenzkonversionselement stellt ein Grundkorper mit einer 
Ausnehmung dar, in dem ein Leiterrahmen eingebettet ist, so 
daS ein Teilbereich des Leiterrahmens die Bodenflache der 
Ausnehmung bildet. Zunachst wird der Leiterrahmen mit einer 
Formmasse uberspritzt, wobei der ChipanschluSbereich ausge- 
spart wird. Diese Aussparung bildet den gesonderten Bereich 
zur Aufnahme des Lumineszenzkonversionselements . Danach wird 
der Halbleiterkorper auf den ChipanschluSbereich des Leiter- 
rahmens montiert und es werden die fur den Betrieb erforder- 
lichen elektrischen Verbindungen zwischen Halbleiterkorper 
und Leiterrahmen hergestellt . Im nachsten Schritt wird der 
ausgesparte Bereich mit dem Lumineszenzkonversionselement ge- 
fullt, wobei der Halbleiterkorper vollstandig in das Lumines- 
zenzkonversionselement eingebettet wird. 

Bei einem weiteren erf indungsgemaSen Herstellungsverf ahren 
W1 rd ebenfalls als Ausgangsprodukt ein Grundkorper mit Aus- 
nehmung verwendet, in dem ein Leiterrahmen so eingebettet 
ist, dalS ein Teil des Leiterrahmens die Bodenflache der Aus- 
nehmung bildet. Auf dem Leiterrahmen wird urn den Chipan- 
schluSbereich herum mit einer Formmasse eine ringformige Ein- 
fassung ausgebildet. Der Innenbereich dieser Einfassung bil- 
det den gesonderten Bereich zur Aufnahme des Lumineszenzkon- 
versionselements. Innerhalb dieser Einfassung wird auf dem 
ChapanschluSbereich des Leiterrahmens der Halbleiterkorper 
aufgebracht und es werden die fur den Betrieb erf order lichen 
elektrxschen Verbindungen zwischen Halbleiterkorper und Lei- 
terrahmen hergestellt. Im nachsten Schritt wird die Einfas- 
sung mit dem Lumineszenzkonversionselement ausgefullt, wobei 
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der Halbleiterkorper vollstandig in das Lumineszenzkonver- 
sionselement eingebettet wird. 

Beide Verfahren besitzen den Vorteil, daS als Ausgangsmate- 
5 rial Standardgehause beziehungsweise Grundkorper mit Stan- 
dardgehause formen verwendet werden konnen. Die Ausformung des 
gesonderten Bereichs zur Aufnahme des Lumines zenzkonver s ions - 
elements kann leicht in dem Herstellungsprozefi des erfin- 
dungsgemaSen Bauelements integriert werden. 

10 

Bei einer vorteilhaf ten Weitergestaltung der Erfindung wird 
die Ausnehmung mit einer strahlungsdurchlassigen Fiillmasse, 
beispielsweise einer entsprechenden VerguSmasse, gefullt. Da 
die Umhullung des Halbleiterkorpers in zwei Schritten er- 
15 folgt, werden vorteilhaf terweise Delamination des Halbleiter- 
korpers von der Umhullung und Rissbildung in der Umhullung 
vermindert und dadurch Feuchtebestandigkeit und Lebensdauer 
des Bauelements erhoht . 

2 0 Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der nachfol- 

genden Beschreibung von vier Ausf uhrungsbeispielen in Verbin- 
dung mit den Figuren 1 bis 4 . 

Es zeigen: 

25 

Figur 1 eine schematische Schnittansicht eines ersten Aus- 
fuhrungsbei spiels eines erf indungsgemaSen strahlungsemittie- 
renden Halbleiterbauelements mit Lumines zenzkonver sionsele- 
ment , 

30 

Figur 2 eine schematische Schnittansicht eines zweiten Aus- 
fuhrungsbei spiels eines erf indungsgemaSen strahlungsemittie- 
renden Halbleiterbauelements mit Lumineszenzkonversionsele- 
ment , 

35 
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Figur 3 eine schematische Darstellung eines ersten Ausfuh- 
rungsbeispiels eines erf indungsgemaSen Herstellungsverfahrens 
und 

5 Figur 4 eine schematische Darstellung eines zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiels eines erf indungsgemaSen Herstellungsverfah- 
rens • t 

In den verschiedenen Figuren sind gleiche beziehungsweise 
10 gleichwirkende Teile mit demselben Bezugszeichen versehen. 

Das in Figur 1 gezeigte erf indungsgemafie Halbleiterbauelement 
besitzt als Grundkorper 1 ein Standardgehause . Dies kann bei- 
spielsweise ein oberf lachenmontierbares HED-Gehause sein, das 

15 aus einem Thermoplast besteht. Die Seitenwande 5 sind leicht 
angeschragt und wirken als Reflektor fur die erzeugte Strah- 
lung. In den Grundkorper 1 ist ein Leiterrahmen 2 integriert. 
Auf den ChipanschluSbereich 12 des Leiterrahmens 2 ist der 
Halbleiterkorper 3 gebondet und iiber eine Drahtverbindung 4 

20 mit dem Drahtanschlufibereich 11 des Leiterrahmens 2 elek- 
trisch verbunden. Je nach Gestaltung des Halbleiterkorpers 
kann die Kontaktierung des Halbleiterkorpers 3 auch iiber meh- 
rere Drahtverbindungen erfolgen. 

25 Urn den Halbleiterkorper 3 herum ist ein kleinerer Ref lektor- 
ring 6 ausgebildet . Vorzugsweise kann als Material fur diesen 
Ref lektorring ebenfalls ein Thermoplast verwendet werden. Der 
Ref lektorring 6 ist mit dem Lumineszenzkonversionselement ge- 
fullt, das aus einer Suspension des Leuchtstoffs 8 in einer 

30 Matrix wie beispielsweise Silikon besteht. Silikon eignet 

sich aufgrund seiner Alterungsstabilitat insbesondere bei der 
Verwendung kurzwellig (blau / UV) emittierender Halbleiterkor- 
per 3 . 

35 Als Bauhohe des Ref lektorrings 6 haben sich MaEe zwischen 

0,3 mm und 0,7 mm als besonders vorteilhaft erwiesen. Reflek- 
toren dieser Gr6£e gewahrleisten einerseits eine vollstandige 
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Einhullung des Halbleiterkorpers 3 mit dem Lumineszenzkonver- 
sionselement 7, ohne andererseits das Volumen des Lumines- 
zenzkonversionselements 7 unnotig zu vergroSem. 

5 Hierbei ist es von besonderem Vorteil, den Ref lektorring 6 
mit scharfen Kanten 9 auszubilden. Dies bewirkt, daS bei der 
Befullung des Ref lektorrings 6 die Leuchtstoff suspension auf- 
grund ihrer Oberf lachenspannung eine Kuppe uber dem Reflek- 
torring 6 ausbildet, wodurch weitergehend die vollstandige 
10 Einbettung des Halbleiterkorpers 3 in das Lumineszenzkonver- 
sionselement 7 sichergestellt wird. 

Der verbleibende Teil der Ausnehmung ist mit einem transpa- 
rentem VerguS 13 wie beispielsweise Epoxidharz gefullt. 



15 



20 



Das in Figur 2 gezeigte erf indungsgemafce Halbleiterbauelement 
unterscheidet sich von dem in Figur 1 gezeigten Bauelement 
darin, daS der Bereich urn den Halbleiterkorper 3 zur Aufnahme 
des Lumineszenzkonversionselements 7 durch eine Vertiefung 
uber den Chipanschlufibereich 12 des Leiterrahmens 2 ausgebil- 
det-ist. Dazu ist der Leiterrahmen 2 von einer dunnen Form- 
masseschicht 10 (Hone vorzugsweise ebenfalls 0,3 mm bis 
0,7 mm) bedeckt, wobei die Vertiefung durch eine Aussparung 
der Formmasseschicht 10 uber dem ChipanschluSbereich 12 ge- 
25 bildet ist. Wie im vorangehend beschriebenen Ausfiihrungsbei- 
spiel kann eine Ausfuhrung der Aussparung mit scharfen Kanten 
9 zur Ausbildung einer Kuppe des Lumineszenzkonversionsele- 
ments 7 uber dem Halbleiterkorper 3 vorteilhaft sein. Der von 
der Formmasse ausgesparte Bereich urn den Halbleiterkorper 3 
30 herum ist mit dem Lumineszenzkonversionselement 7 gefullt. 

Bei dem gezeigten Ausfuhrungsbeispiel ist weiterhin der 
Drahtanschlufibereich 11 von der Formmasseschicht 10 ausge- 
spart. Diese Aussparung ist so gestaltet, daS die Seitenfla- 
35 chen der Aussparung von den Gehauseseitenf lachen 5 abgesetzt 
sind. Dies verhindert, daS Telle der Leuchtstoff suspension, 
die bei der Herstellung in die Aussparung uber dem Drahtan- 
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schlufibereich 11 eindringen konnen, an der Gehausewand 5 
hinauf f liefien. Dieses Hinauf f lieSen wird unter anderem durch 
die Rauhigkeit der Gehausewand 5 begunstigt und ist uner- 
wunscht, da dadurch der Abstrahlungsbereich des Fluoreszenz- 
5 lichts vergroEert wird. 

In Figur 3 ist schematisch ein Ausf uhrungsbei spiel eines er- 
f indungsgemafeen Herstellungsverf ahrens gezeigt. 
Im ersten Schritt wird der Grundkorper 1 mit Ausnehmung und 
10 intergriertem Leiterrahmen 2 hergestellt, Figur 3a, bei- 

spielsweise durch Umspritzen des Leiterrahmens 2 mit der Ge- 
hauseformmasse in einem Sprit zguSverfahren . 

Im nachsten Schritt wird der Leiterrahmen 2 mit der Formmas- 
se, beispielsweise PPA, uberspritzt, so daS der Leiterrahmen 
15 2 von eine Formmasseschicht 10 mit gleichbleibender Dicke ab- 
gedeckt wird. Der ChipanschluSbereich 12 und der Drahtan- 
schlufibereich 11 des Leiterrahmens 2 wird dabei f reigehalten, 
Figur 3b. Alternativ kann die in Figur 3b gezeigte Gehause- 
form naturlich auch in einem einzigen Verf ahrensschritt her- 

2 0 gestellt werden. 

Daraufhin wird der Halbleiterkorper 3 auf den ChipanschluSbe- 
reich 12 gebondet und die Drahtverbindung 4 zwischen Halblei- 
terkorper 3 und Leiterrahmen 2 hergestellt, Figur 3c. Nach 
Abschlufi des Bondings wird die Aussparung um den Halbleiter- 
25 korper 3 mit dem Lumineszenzkonversionselement 7, beispiels- 
weise einer Suspension eines Leuchtstoffs in einem Kunstharz 
gefullt, Figur 3d. 

AbschlieSend kann ein Vergufi 13 des Bauelements mit einem 

3 0 strahlungsdurchlassigen Material wie beispielsweise Epoxid- 

harz erfolgen, Figur 3e. Je nach Anforderung an das Bauele- 
ment kann die Oberflache des Vergusses plan, linsenartig, ge- 
noppt oder als Streuscheibe ausgefuhrt werden. 

3 5 Bei dem in Figur 4 gezeigten Ausf uhrungsbei spiel eines erfin- 
dungsgemaSen Herstellungsverf ahrens wird im ersten Schritt 
ebenfalls der Grundkorper 1 mit Ausnehmung und eingebettetem 
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Leiterrahmen 2 hergestellt, Pigur 4a. 

Danach wird ein den ChipanschluSbereich 12 umgebender Reflek- 
torring 6 auf den Leiterrahmen 2 aufgespritzt , Figur 4b. Auch 
hier kann die Herstellung des Grundkorpers 1 und des Reflek- 
torrings 6 in einem einzigen Herstellungsschritt erfolgen. 
Der Halbleiterkorper 3 wird daraufhin auf den ChipanschluSbe- 
reich 12 des Leiterrahmens 2 montiert und kontaktiert, Pigur 
4c. Im nachsten Schritt wird der Ref lektorring 6 mit dem Lu- 
mineszenzkonversionselement 7 in Form einer Leuchtstof f sus- 
pension gefullt, wobei sich aufgrund der scharf kantigen Be- 
randung 9 des Ref lektorrings 6 und der Oberf lachenspannung 
der Leuchtstoffsuspension eine Kuppe uber dem Halbleiterkor- 
per .3 ausbildet, Figur 4d. Dadurch wird eine vollstandige Um- 
hiillung des Halbleiterkorpers 3 gewahrleistet , ohne das Volu- 
men des Lumineszenzkonversionselements 7 unnotig zu vergro- 
fiern. 

Wie im vorangegangenen Ausfuhrungsbeispiel kann danach das 
Bauelement vergossen werden, Figur 4e . 



Die Erlauterung der Erfindung anhand der oben beschriebenen 
Ausfuhrungsbeispiele ist naturlich nicht als Beschrankung der 
Erfindiang zu verstehen. 
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Patentanspruche 

1 . Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit einem 
Grundkorper (1) , in dem eine Ausnehmung vorgesehen ist, min- 
5 destens einem Halbleiterkorper (3) und einem Lumineszenzkon- 
versionselement (7) , 

dadurch gekennzeich.net, daS 
die Ausnehmung einen napfartig ausgeformten Teilbereich auf- 
weist, in dem der Halbleiterkorper (3) angeordnet ist und der 
10 mit dem Lumineszenzkonversionselement (7) gefullt ist, wobei 
das Lumineszenzkonversionselement (7) eine Grenzflache auf- 
weist, die den napfartigen Teilbereich gegen den ubrigen In- 
nenraum der Ausnehmung abgrenzt . 

15 2 . Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 

der napfartige Teilbereich durch eine Vertiefung innerhalb 

der Ausnehmung geformt ist. 

20 

3 . Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
ein Leiterrahmen (2) in den Grundkorper (1) so eingebettet 
25 ist, daS ein Teilbereich des Leiterrahmens (2) die Bodenfla- 
che der Vertiefung bildet. 

4 . Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 1, 

30 dadurch gekennzeichnet, dafi 

der napfartige Teilbereich durch eine ringformige Einfassung 
(6) auf dem Grund der Ausnehmung geformt ist. 

5 . Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An- 
35 spruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
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ein Leiterrahmen (2) in den Grundkorper (1) eingebettet ist, 
so da£ ein Teilbereich des Leiterrahmens (2) die Bodenflache 
der Ausnehmung bildet und die ringformige Einfassung (6) auf 
dem Leiterrahmen (2) ausgebildet ist. 

6. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
der Anspruche 1 bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
der Grundkorper (1) mit der den napfartigen Teilbereich auf- 
weisenden Ausnehmung einstuckig gebildet ist. 

7. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
der Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
15 der Grundkorper (1) mittels eines Spritzgug- oder eines 
Sprit zprefiverfahrens gebildet ist. 

8. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
der Anspruche 2 bis 7, 

20 dadurch gekennzeichnet, daS 

die Seitenwande der Vertiefung beziehungsweise die Innenseite 
der ringformigen Einfassung (6) als Reflektor dienen. 

9. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
2 5 der Anspruche 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Ausnehmung zumindest teilweise mit einer strahlungsdurch- 
lassigen Fullmasse (13) gefullt ist, die an das Lumineszenz- 
konversionselement (7) grenzt . 

30 

10. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Fullmasse (13) ein Reaktionsharz enthalt ist. 

35 

11. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 9 oder 10, 
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dadurch gekennzeichnet, daS 

die Fullmasse (13) ein Acrylharz, ein Epoxidharz, ein Sili- 

konharz oder eine Mischung dieser Harze enthalt. 

5 12 . Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
der Anspriiche 3 bis 11, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
der Leiterrahmen (2) einen ChipanschluSbereich (12) und einen 
Drahtanschlufcbereich (11) aufweist und dafi der Halbleiterkor- 
10 per auf dem Chipanschlufibereich (12) aufgebracht ist und mit 
dem DrahtanschluSbereich (11) durch eine Drahtverbindung (4) 
ve rbunden ist. 

13. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
15 der Anspriiche 1 bis 12, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
das Lumineszenzkonversionselement (7) mindestens einen orga- 
nischen oder anorganischen Leuchtstoff enthalt, der in eine 
Matrix eingebettet ist. 

20 

14. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Lumineszenzkonversionselement (7) YAG:Ce, TbYAG : Ce , 
GdYAG : Ce , GdTbYAG : Ce oder hierauf basierende Gemische ent- 
25 halt, wobei Al zumindest teilweise durch Ga oder In ersetzt 
sein karm. 

15. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 13 oder 14, 

30 dadurch gekennzeichnet, daE 
die Matrix ein Reaktionsharz enthalt. 

16. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
der Anspruche 13 bis 15, 

35 dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Matrix ein Acrylharz, Epoxidharz oder Silikonharz oder 
eine Mischung dieser Harze enthalt. 
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17. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
der Anspruche 13 bis 16, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
die Fullung der Ausnehmung und die Matrix des Lumineszenzkon- 
5 versionselements (7) verschiedene Zusammensetzungen aufwei- 
sen . 

18. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach An - 
spruch 13 bis 17, 

0 dadurch gekennzeichnet, daS 

dxe Ausnehmung mit einer ein Epoxidharz enthaltenden Fullmas- 
se (13) gefullt ist und die Matrix ein Silikonharz enthalt . 

19. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
B der Anspruche 1 bis 18, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Zentralwellenlange der von dem Halbleiterkorper (3) im 

Betrxeb emittierten Strahlung unter 460 nm liegt. 

20. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement nach einem 
der Anspruche 1 bis 19, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
dxe Farbe der von dem Halbleiterkorper (3) im Betrieb emit- 
txerten Strahlung und die Farbe des von dem Lumineszenzkonve- 
rxsonselement (7) emittierten Lichts zueinander komplementar 
sxnd, so da£ der Eindruck weiSen Lichts hervorgeruf en wird. 

21 verfahren zur Herstellung eines strahlungsemittierenden 
Halblexterbauelements mit Lumineszenzkonversionselement (7) 
gekennzeichnet durch 
die Schritte 

- Herstellen eines Grundkorpers (1) mit einer Ausnehmung und 
emem eingebetteten Leiterrahmen (2) , 

- Uberspritzen des Leiterrahmens (2) 'mit einer Formmasse, wo- 
bex der ChipanschluSbereich (12) des Leiterrahmens (2) zur 
Bxldung eines napfartigen Teilbereichs ausgespart wird 
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- Aufbringen eines Halbleiterkorpers (3) auf den Chipan- 
schlu£bereich (12) und Kontaktieren des Halbleiterkor- 
pers (3), 

- Fullen des napfartigen Teilbereichs uber dem ChipanschluS- 
5 bereich (12) mit dem Lumineszenzkonversionselement (7) der- 

art, dafi eine Grenzflache des Lumineszenzkonversionselements 
(7) den napfartigen Teilbereich gegen den ubrigen Innenraum 
der Ausnehmung abgrenzt . 

10 22. Verfahren zur Herstellung eines strahlungsemittierenden 
Halbleiterbauelements mit Lumineszenzkonversionselement , 
gekennzeichnet durch 
die Schritte 

- Herstellen eines Grundkorpers (1) mit Ausnehmung und einge- 
15 bettetem Leiterrahmen (2) , 

- Ausbilden einer ringformigen Einfassung (6) urn den Chipan- 
schluSbereich (12) ) zur Formung eines napfartigen Teilbe- 
reichs, 

- Aufbringen eines Halbleiterkorpers (3) auf den Chipan- 

2 0 schluSbereich (12) und Kontaktierung des Halbleiterkor- 

pers (3) , 

- Fullen des Innenbereichs der Einfassung (6) mit dem Lumi- 
neszenzkonversionselement (7) . 

25 23. Verfahren nach Anspruch 22, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
der Innenbereich der Einfassung derart mit dem Lumineszenz- 
konversionselement (7) gefiillt wird, dafi eine Grenzflache des 
Lumineszenzkonversionselements (7) den napfartigen Teilbe- 

3 0 reich gegen den ubrigen Innenraum der Ausnehmung abgrenzt. 

24. Verfahren nach einem der Anspruche 21 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
der Grundkorper mittels eine Sprit zgufi- oder Sprit zprefiver- 
3 5 fahrens hergestellt wird. 
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25. Verfahren nach einem der Anspruche 21 bis 24, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Ausnehmung mit einer strahlungsdurchlassigen Fullmasse 
(13) gefullt wird. 

5 

26. Verwendung einer Mehrzahl von strahlungsemittierenden 
Halbleiterbauelementen nach einem der Anspruche 1 bis 20 in 
einer LED-Beleuchtungseinheit . 

10 27. Verwendung einer Mehrzahl von strahlungsemittierenden 

Halbleiterbauelementen nach einem der Anspruche 1 bis 20 in 
einer LED-Beleuchtungseinheit, in der die strahlungsemittie- 
renden Halbleiterbauelemente nach einem der Anspruche 1 bis 
18 matrixartig angeordnet sind. 



15 



28. Verwendung eines strahlungsemittierenden Halbleiterbau- 
elements nach einem der Anspruche 1 bis 20 als Lichtquelle in 
einer abbildenden Optik. 



WO 01/823S5 



1/3 



PCT/DE01/01601 



FIG1 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



IntenMVnal Application No 

PCT/DE 01/01601 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 H01L33/00 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 H01L 



Documentation searched other than minimum documentation lo the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and. where practical, search terms used) 

EPO-Internal 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category * 



Citation of document, wflh indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 1998, no. 13, 
30 November 1998 (1998-11-30) 
-& JP 10 228249 A (NICHIA CHEM IND), 
25 August 1998 (1998-08-25) 
paragraphs * 0016!- '0042! 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 1999, no. 08, 
30 June 1999 (1999-06-30) 
-& JP 11 068166 A (SANKEN ELECTRIC CO), 
9 March 1999 (1999-03-09) 
paragraphs 4 0007 ! - « 0011 ! , ' 0016 ! , * 0017 ! 

US 3 875 456 A (KANO T ET AL) 
1 April 1975 (1975-04-01) 
examples 2,4 



1-8, 
12-16, 
19-24, 
26-28 

9-11,17, 
18 

9-11,17, 
18 



1,8-13, 
17,18 



-/- 



LH 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



Patent family members are listed in annex. 



■ Special categories of cited documents : 

•A' document defining the general state of the art which Is not 
considered to be of particular relevance 

*E* earlier document but published on or after the international 
filing date 

"L" documenl which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

a O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

a P* documenl published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



"T later document published after the intemalional filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

*X a document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

'Y' document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



10 August 2001 



Date of mailing of the international search report 



21/08/2001 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patenllaan 2 
NL-2280HVRijswijk 
Tel (+37-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



van der Linden, J.E. 



Form PCT /ISA/210 (second sheet) (July 1992) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Inten^^nal Application No 

PCT/DE 01/01601 



(^Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 0 Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



p,x 



WO 97 12386 A (SIEMENS AG) 
3 April 1997 (1997-04-03) 
the whole document 

WO 01 24281 A (OS RAM OPTO SEMICONDUCTORS) 
5 April 2001 (2001-04-05) 

page 7, line 32 -page 8, line 16 



1-8, 
21-24 



1,4,5, 

7-20, 

22-28 



Fotm PCT/1SA/210 (continuation o1 second sheet) (July 1992) 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



InteriMHnal Application No 

PCT/DE 01/01601 



Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 


OP 10228249 


A 




NONE 




OP 11068166 


A 


09-03-1999 


JP 


2947344 B 


13-09-1999 


US 3875456 


A 


01-04-1975 


JP 


48102585 A 


22-12-1973 


WO 9712386 


A 


03-04-1997 


DE 
EP 


19536454 A 
0852816 A 


03-04-1997 
15-07-1998 


W0 0124281 


A 


05-04-2001 


DE 


19947044 A 


17-05-2001 



Form PCT/lSA/210 (patent family annex) (July 1992) 



INTERIMATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Int. 



ales Aktenzeichen 



PCT/DE 01/01601 



B. RECHERCH1ERTE GEB1ETE 


Rechercftierter Mindestprufstoff (Wassifikationssysfem und Klasafikationssymbofe ) 




IPK 7 H01L 




Recherchierte aber nicht zum MindestprGfstoff gehSrende Veroffentllchungen, sowefl die 


se unter die recherchierlen Gebiete fallen 



A. KLASSIF123ERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H01L33/00 



Nach der Internationalen Patentklassifikalion (IPK) odernach der nalionalen Klassifikation und der IPK 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kalegorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, sowett erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol . 1998, no. 13, 
30. November 1998 (1998-11-30) 
-& JP 10 228249 A (NICHIA CHEM IND), 
25. August 1998 (1998-08-25) 
Absatze '0016!-' 0042! 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol . 1999, no. 08, 
30. Juni 1999 (1999-06-30) 
-& JP 11 068166 A (SANKEN ELECTRIC CO), 
9. Marz 1999 (1999-03-09) 
Absatze '0007!-'0011! , '0016! , '0017! 

US 3 875 456 A (KANO T ET AL) 
1. April 1975 (1975-04-01) 
Beispiele 2,4 



1-8, 
12-16, 
19-24, 
26-28 

9-11,17, 
18 

9-11,17, 
18 



1,8-13, 
17,18 



-/~ 



LU 



Weitere Veroffenllichungen sind der Fortsetzung von Fetd C zu 
entnehmen 



Sfehe Anhang Paientfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffenllichungen 

•A' VerSffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nich! als besonders bedeutsam anzusehen ist 

a E" alieres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden 1st 

"L* Veroffentlichung, die geeignet fst, einen Prioritalsanspruch zweifelnafl er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Verdffentiichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung betegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben is! (wte 
ausgefuhrt) 

'O* Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

erne Benutzung. efne Ausstetiung oderandere MaBnahmen bezteht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Pnoritatsdatum veroffentlicht worden ist 



*T* SpStere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Pnoritatsdatum veroffentlicht worden ist und mil der 
Anmeldung nicht kolfidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeDegenden 
Theorie angegeben ist 

*X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann aflein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

•Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht aJs auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die VeroffentGchung mil einer oder mehreren anderen 
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
Veroffentlichung, die MitgKed derselben Patentf amifie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



10. August 2001 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



21/08/2001 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentaml, P.B. 5818 Patenttaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



BevoUmachligier Bediensteter 



van der Linden, J.E. 



Fomiblatt PCT/1SA/210 (Bbtl2) (JuB 1992) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



tnterwnales Aktenzeichen 

PCT/DE 01/01601 



C(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentfichung, soweit erforderllch unter Angabe der in Betrachl kommenden Teite 



Belr. Anspnich Nr. 



p,x 



WO 97 12386 A (SIEMEHS AG) 
3. April 1997 (1997-04-03) 
das ganze Dokument 

W0 01 24281 A (0SRAM OPTO SEMICONDUCTORS) 
5. April 2001 (2001-04-05) 

Seite 7, Zeile 32 -Seite 8, Zeile 16 



1-8, 
21-24 



1,4,5, 

7-20, 

22-28 



Foimblan PCT/ISA/210 (Fortselnmg von Blan 2) (JuB 1992) 



Seite 2 von 2 



interistaWnaler recherchenbericht 

Angaben zu Veroffentlichungen, die zur sefoen Paientfamtfie gehdren 



tnlemwales AWenzeichen 

PCT/DE 01/01601 



lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patehtdokumenr 


Veroffentfichung 


Mitglied(er) der 
Patentfamilie 


uaxuin uui 

VerOffentlichung 


JP 10228249 


A 


25-08-1998 


KEINE 




JP 11068166 


A 


09-03-1999 


OP 


2947344 B 


13-09-1999 


US 3875456 


A 


01-04-1975 


JP 


48102585 A 


22-12-1973 


WO 9712386 


A 


03-04-1997 


DE 
EP 


19536454 A 
0852816 A 


03-04-1997 
15-07-1998 



WO 0124281 A 05-04-2001 DE 19947044 A 17-05-2001 



Formbtett PCT/1SA/210 (Anhang Palentfamifie)(JuIt 1992) 



